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電解質はア ドバンス トゾル ・ゲル法を用いて塩化マンガンあるいは塩化すずを出発物質と
してマンガンあるいはすずの酸化物前駆体溶液調整 し,グリセリンあるいはソルビ トー ル
と反応させてゲル型の電解質を作製 した。(図2)
図 3に単一セルの発生電圧測定結果を示す。組み合わせによつて光照射によつて 0。4～
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・Ti02‐Sn02+Ti‐Mn Oxide膜の反応を理解し、スズゲル型
電解質を用い機能向上をめざす。
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